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半導体直接ウエハ接合は異種材料積層の手法の一つとして多接合太陽電池を形成する有効な手

法である。この方法を用いて現在、世界最高の効率をもつ多接合セル(集光下, 47.6%)が得られてい

る[1]。我々は表面活性化ウエハ接合法(Surface Activated Wafer Bonding, SAB)を用いて高い効率を

有する逆方向メタモルフィック成長 3 接合セル(Inverted Metamorphic grown 3-Junction, IMM3J)と

InP 基板上にエピタキシャル成長した In0.53Ga0.47As 単接合セルの積層化を行うことで 4 接合セル

の開発を進めている[2]。通常、これらのセルに対して誘電体多層膜からなる反射防止膜(Anti-

Reflection Coatings, ARC)を形成することで反射損失を抑制するが、一般的に用いられる2層のARC

では有効波長帯域が狭く、4 接合セルに対して不十分であることが知られている。本研究では 4 接

合セル(SAB4J)に対して ZnS と SiO2 の 2 種の誘電体膜を用いて、Herpin らによって提唱された有

効媒質近似を利用した疑似中間媒質を含んだ 3 層構造 ARC を形成することにより、より長波長側

の光反射を抑制する構造を試作し実証を行った結果について報告する。 

  

Fig.1 疑似 3 層構造からなる ARC を適用した

4 接合セルの反射率。 

Fig.2 疑似 3 層構造 ARC を適用した 4 接合セ

ルの AM1.5G 光照射下における I-V 特性。 
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